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１．概要（Summary） 

Si基板上に TMA（tri methyl aluminum）と O3を用

いて、ALD 法により Al2O3 膜を堆積した。基板温度

200℃において、成膜レートが TMA 暴露量と O3暴露量

のそれぞれに対して飽和している事を確認した。また、基

板温度を 100~250℃の範囲で振り、成膜レートと屈折率

の温度依存性を確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

分光エリプソメータ 

 

【実験方法】 

Si基板を成膜装置内で所定の温度に保持し、以下（1）

～（4）のサイクルで TMA並びに、O2と O3(3.5 atm%)の

混合気体に暴露した。 

(1)TMA 暴露→(2)N2 パージ、真空引き→(3)O2,O3 暴露

→（4）N2パージ、真空引き 

  以上の ALD サイクルを 90 回繰り返し、形成された

Al2O3 膜の厚みと屈折率を分光エリプソメータで測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

TMAの導入時間を 0.5 secに固定してO3の導入時間

を変更した場合、1 sec以上で GPCの増加がなだらかに

なり、飽和が見られた。 

また、O3導入時間を 3 secに固定して TMAの導入時

間を 0.2 sec～2 sec の範囲で変更したところ、0.5sec 以

上で GPCの飽和が見られた。 

次に、TMA導入時間 0.5 sec, O3導入時間 3 secの条

件で、基板加熱温度を 100~250℃の範囲で変更し、得ら

れた膜の膜厚と屈折率を分光エリプソメータで測定した。

膜厚から算出した GPC と屈折率を Fig. 2に示す。 

基板加熱温度が高いほど GPC が下がるとともに、屈折

率の上昇が見られ、Al2O3 膜が緻密化していると考えられ

る。 

 

Fig. 1 Growth rate per cycle at different dosing times 

of O3 or TMA. 

 

Fig. 2 Growth rate per cycle and refractive index at 

different substrate temperatures. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 
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